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１．概要（Summary） 

SiO2 自立薄膜の面方向熱伝導率を測定し、表面フォノ

ンポラリトン(1)(2)による熱輸送の増加を実験的に証明する

ことを目的とし、北九州産業学術推進機構共同研究開発

センターの設備を利用して酸化シリコンの自立膜を作製し

た。エネルギー分散型X線分析（EDS）やフーリエ変換赤

外分光光度計(FT-IR)を用いて膜の組成評価を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 レーザー描画装置、両面マスクアライナ、膜厚測定器、

プラズマ CVD、リアクティブイオンエッチャー、酸化炉。 
【実験方法】 
・SiO2 自立薄膜作製 
 Si 基板にドライ熱酸化を用いて酸化膜を成膜し、

PECVD を用いて保護膜となる窒化膜を成膜した。レー

ザー描画装置を用いてフォトマスクを作成した。両面マス

クアライナを用いてフォトマスクのパターンをサンプルの裏

面に転写することによって Fig.1 に示すような工程で酸化

膜の一部を自立薄膜とした。 

 
Fig.1 Microfabrication process of SiO2 free-standing 
thin film 
・作製した酸化膜の評価 
 作製したサンプルは、SEM による EDS によって元素分

析を行い、異物混入がないことを確認した。EDS では測

定できない H 原子の混入なども確かめるために、FT-IR
を用いて薄膜の透過スペクトルを測定し、吸収ピークの有

無から純度の確認を行った。  
３．結果と考察（Results and Discussion） 

これまでの実験では、PECVD によって酸化膜を成膜し

ていたが、ドライ酸化で膜を生成することによって、より純

度の高い SiO2 自立薄膜を作製することができた。Fig.2
に EDS 測定の結果を示す。 

Element Si O 
At% 33.47% 66.53% 

Fig.2 EDS results of SiO2 free-standing thin film 
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